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(57)【要約】
【課題】溶接スパッタの半導体チップ表面への付着を防
止する。
【解決手段】セラミックス４上に形成されたコレクタ銅
箔５と、コレクタ銅箔５上に固着された半導体チップ７
と、半導体チップ７上に固着された金属ブロック９と、
金属ブロック９の溶接部１６を露出させて、半導体チッ
プ７を被覆したカバー樹脂２６と、金属ブロック９の溶
接部１６にレーザ溶接で接続されたエミッタ端子１１と
、を有する半導体装置では、レーザ溶接により発生した
溶接スパッタ２７の半導体チップ７の表面への付着がカ
バー樹脂２６により防止される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板上に形成された導電膜パターンと、
　前記導電膜パターン上に固着された半導体チップと、
　前記半導体チップ上に固着された導電ブロックと、
　前記導電ブロックの溶接部を露出させて、前記半導体チップを被覆した保護樹脂と、
　前記導電ブロックの前記溶接部にレーザ溶接で接続された外部端子と、
　を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記導電膜パターンにレーザ溶接で接続された別の外部端子をさらに有することを特徴
とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　別の外部端子と、
　前記別の外部端子と前記導電膜パターンとにそれぞれレーザ溶接で接続された接続導体
と、
　をさらに有することを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記保護樹脂は、前記半導体チップが固着した箇所以外の前記導電膜パターンの主面に
選択的に被覆されることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の半導体装置
。
【請求項５】
　絶縁基板上に形成された第１導電膜パターンと、
　前記絶縁基板上に形成された第２導電膜パターンと、
　前記第１導電膜パターン上に固着された半導体チップと、
　前記半導体チップ上に固着された導電ブロックと、
　前記導電ブロックの溶接部を露出させて、前記半導体チップを被覆した保護樹脂と、
　前記導電ブロックの前記溶接部と前記第２導電膜パターンとにそれぞれレーザ溶接で接
続されたリードフレームと、
　外部端子と、
　前記第２導電膜パターンと前記外部端子とにそれぞれレーザ溶接で接続された接続導体
と、
　を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　前記第１導電膜パターンにレーザ溶接で接続された別の外部端子をさらに有することを
特徴とする請求項５記載の半導体装置。
【請求項７】
　別の外部端子と、
　前記別の外部端子と前記第１導電膜パターンとにそれぞれレーザ溶接で接続された別の
接続導体と、
　をさらに有することを特徴とする請求項５記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記保護樹脂は、前記半導体チップが固着された箇所以外の前記第１導電膜パターンの
主面、前記外部端子と前記リードフレームとが接続される箇所以外の前記第２導電膜パタ
ーンの主面、及び前記第１導電膜パターンと前記第２導電膜パターンとの隙間にそれぞれ
選択的に被覆されることを特徴とする請求項５乃至７のいずれか１項に記載の半導体装置
。
【請求項９】
　前記保護樹脂は、シリコーン系、エポキシ系、ウレタン系又はアクリル系であることを
特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１０】
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　絶縁基板上に形成された導電膜パターン上に半導体チップを固着する工程と、
　前記半導体チップ上に導電ブロックを固着する工程と、
　前記導電ブロックの溶接部を露出させて、前記半導体チップを保護樹脂にて被覆する被
覆工程と、
　前記導電ブロックの前記溶接部にレーザ溶接で外部端子を接続する工程と、
　を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記被覆工程後、前記導電膜パターンにレーザ溶接で別の外部端子を接続する工程をさ
らに有することを特徴とする請求項１０記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記被覆工程後、前記導電膜パターンと別の外部端子とにレーザ溶接で接続導体をそれ
ぞれ接続する工程をさらに有することを特徴とする請求項１０記載の半導体装置の製造方
法。
【請求項１３】
　絶縁基板上に形成された第１導電膜パターン上に半導体チップを固着する工程と、
　前記半導体チップ上に導電ブロックを固着する工程と、
　前記導電ブロックの溶接部を露出させて、前記半導体チップを保護樹脂にて被覆する被
覆工程と、
　前記導電ブロックの前記溶接部と前記絶縁基板上に形成された第２導電膜パターンとに
レーザ溶接でリードフレームをそれぞれ接続する工程と、
　前記第２導電膜パターンと外部端子とにレーザ溶接で接続導体をそれぞれ接続する工程
と、
　を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記被覆工程後、前記第１導電膜パターンにレーザ溶接で別の外部端子を接続する工程
をさらに有することを特徴とする請求項１３記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記被覆工程後、前記第１導電膜パターンと別の外部端子とにレーザ溶接で別の接続導
体をそれぞれ接続する工程をさらに有することを特徴とする請求項１３記載の半導体装置
の製造方法。
【請求項１６】
　前記保護樹脂がシリコーン系又はエポキシ系である場合には、前記被覆工程後、前記保
護樹脂を室温硬化、加熱硬化又は紫外線硬化によって硬化する工程をさらに有することを
特徴とする請求項１０又は１３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記保護樹脂がウレタン系である場合には、前記被覆工程後、前記保護樹脂を室温硬化
又は加熱硬化によって硬化する工程をさらに有することを特徴とする請求項１０又は１３
に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記保護樹脂がアクリル系である場合には、前記被覆工程後、前記保護樹脂を室温硬化
、加熱硬化、紫外線硬化又は可視光線硬化によって硬化する工程をさらに有することを特
徴とする請求項１０又は１３に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体装置及び半導体装置の製造方法に関し、特に、内部配線の接続がレーザ
溶接で行われる半導体装置及び半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図６は、半導体装置（構成例１）の要部断面図である。
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　まず、構成例１の図６に示す半導体装置は、放熱ベース１と、コレクタ銅箔５及び裏面
銅箔３が表裏にそれぞれ形成されたセラミックス４と、半導体チップ７と、金属ブロック
９とがそれぞれはんだ２，６，８を介して積層されている。これらが樹脂ケース１０内に
配置されて、樹脂ケース１０内に封止樹脂３１が充填されて、蓋３２が配置されている。
【０００３】
　次に、上記半導体装置の製造方法について図７及び上記図６を参照しながら説明する。
　図７は、半導体装置（構成例１）の製造工程を説明するための要部断面図である。
　まず、放熱ベース１の上面にはんだ２を配置し、この上に、コレクタ銅箔５及び裏面銅
箔３が表裏にそれぞれ形成されたセラミックス４を搭載する。当該セラミックス４のコレ
クタ銅箔５の上面にはんだ６を配置し、この上に、半導体チップ７を搭載する。さらに、
当該半導体チップ７の上面にはんだ８を配置し、この上に、金属ブロック９を搭載する。
【０００４】
　このような状態において、加熱し、各はんだ材を溶融させた後に、冷却・再凝固させる
。このため、放熱ベース１と、セラミックス４と、半導体チップ７と、金属ブロック９と
が一体になった状態となる（図７（Ａ））。
【０００５】
　なお、ここで用いられる半導体チップ７は、ＩＧＢＴ（Insulate Gate Bipolar Transi
stor）、又はＦＷＤ（Free Wheeling Diode）等である。半導体チップ７の上面に搭載さ
れた金属ブロック９は、半導体チップ７から発生する熱を分散させて放熱させる目的で用
いられ、材質としては熱伝導率の高い銅が主として使用される。
【０００６】
　次いで、半導体チップ７の外側に、電流取り出しのための端子を備えた樹脂ケース１０
を配置する。樹脂ケース１０にはリードフレーム一体型のエミッタ端子１１及びコレクタ
端子１２がそれぞれインサート成型されており、この樹脂ケース１０の放熱ベース１と対
峙する面に予めシリコーン接着剤１３を塗布しておき、樹脂ケース１０と放熱ベース１の
外周部分を嵌合する（図７（Ｂ））。
【０００７】
　次いで、シリコーン接着剤１３を加熱硬化して、樹脂ケース１０と放熱ベース１とを固
着する。コレクタ端子１２とコレクタ銅箔５とをボンディングワイヤ１４（アルミワイヤ
等）によって電気的に接続する。また、エミッタ端子１１と金属ブロック９とをレーザ溶
接する。レーザ光１５はエミッタ端子１１の上面より照射され、エミッタ端子１１の最表
面でレーザ光１５の吸収が起こり、熱エネルギーに変換されることで溶接が進行して、エ
ミッタ端子１１のレーザ溶接された箇所が溶接部１６となる。この溶接部１６によってエ
ミッタ端子１１と金属ブロック９とが固着する（図７（Ｃ））。
【０００８】
　なお、リードフレーム一体型のエミッタ端子１１の材質としては、低抵抗・高熱伝導性
より主に銅又は銅合金が用いられる。また、このエミッタ端子１１の表面には、レーザ光
１５の吸収を高めるためにニッケルめっきが施される。また、樹脂ケース１０外に露出し
たエミッタ端子１１には図示しない電動機等が接続するため、このニッケルめっきは露出
部の酸化防止の働きもする。レーザ光１５としては、レーザパワー密度が高く短時間で溶
接が可能なＹＡＧレーザ（波長１０６４ｎｍ）が用いられる。また、ＹＡＧレーザ（波長
１０６４ｎｍ）及びＹＡＧレーザの第２高調波（波長５３２ｎｍ）の両方が用いられる場
合もある。
【０００９】
　さらに、樹脂ケース１０内に封止樹脂３１を充填して、蓋３２をすることで図６に示さ
れる半導体装置が完成する。
　一方、半導体装置のコレクタ端子１２とコレクタ銅箔５との電気的接続に、ボンディン
グワイヤ１４（図６）に代わって、他の構成を用いても構わない。
【００１０】
　以下にコレクタ端子１２とコレクタ銅箔５との電気的接続を実現する他の構成例につい
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て説明する。なお、以下では、金属ブロック９とエミッタ端子１１とのレーザ溶接による
接続は上記と同様であるために説明を省略する。また、以下で説明する製造工程は、図７
（Ａ）で説明した製造工程の後に続くものである。
【００１１】
　図８は、半導体装置（構成例２）の製造工程を説明するための要部断面図である。
　構成例２の当該半導体装置の図６の半導体装置との差異は、コレクタ端子１２とコレク
タ銅箔５との電気的接続に、ボンディングワイヤ１４に代わって、接続導体１９を利用し
ている。
【００１２】
　この接続導体１９は、コレクタ銅箔５及びコレクタ端子１２にレーザ光１５によって溶
接されて、溶接部１６がそれぞれ形成される。このため、接続導体１９は、コレクタ銅箔
５及びコレクタ端子１２と接続する。
【００１３】
　接続導体１９の材質としては、リードフレーム一体型のエミッタ端子１１と同様に、低
抵抗・高熱伝導性のメリットから銅又は銅合金が用いられ、表面にはレーザ光１５の吸収
率を高めるためにニッケルめっきが施される。
【００１４】
　図９は、半導体装置（構成例３）の製造工程を説明するための要部断面図である。
　構成例３として当該半導体装置の図６の半導体装置との差異は、ボンディングワイヤ１
４を用いずに、樹脂ケース１０にインサート成型するリードフレーム一体型のコレクタ端
子２０を樹脂ケース１０から延長することで、コレクタ銅箔５に直接接続できるようにし
たものである。
【００１５】
　このコレクタ端子２０は、コレクタ銅箔５にレーザ光１５によって溶接されて、溶接部
１６が形成される。
　図１０は、半導体装置（構成例４）の製造工程を説明するための要部断面図である。
【００１６】
　構成例４として当該半導体装置は、構成例２の半導体装置（図８）において、金属ブロ
ック９と一端がレーザ溶接で固着されたリードフレーム２８の他端もエミッタ銅箔２１と
レーザ溶接で固着されている。さらに、エミッタ銅箔２１とエミッタ端子２５は接続導体
２４を介してレーザ溶接で固着されている。
【００１７】
　このように、半導体装置の内部の様々な配線の接続においてレーザ溶接が用いられてい
る。
　なお、特許文献１には、両面を露出する一対の主電極板の間を絶縁性の外筒により外部
絶縁した平型パッケージの中に、第一主面に少なくとも第一の主電極、第二主面に第二の
主電極を有する少なくとも一つ以上の半導体素子を組み込んだ平型半導体装置において、
半導体素子表面のうち中間電極板と対向しない外周部分と、中間電極板の側面の少なくと
も一部を電気絶縁性材料によりコンパクトに封止することで、低コストで高い信頼性を実
現できることが開示されている。
【００１８】
　また、特許文献２には、ヒートスプレッダと外部導出導体である金属板をレーザ溶接す
ることで、強固で高い信頼性を持った接続が得られることが開示されている。
【特許文献１】特開２０００－５８７１７号公報
【特許文献２】特開２００７－１６５６９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　しかし、上記のように半導体装置の内部配線の接続にレーザ溶接を用いると次のような
問題点があった。
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　構成例１の半導体装置の製造工程において、金属ブロック９とエミッタ端子１１とをレ
ーザ光１５によって溶接すると溶接スパッタ１７が発生する。溶接スパッタ１７は半導体
チップ７の表面に飛散し、飛散した溶接スパッタ１８（図６）は半導体チップ７を損傷し
てしまう。
【００２０】
　同様に、構成例２～４の半導体装置のそれぞれの製造工程（図８、図９及び図１０）に
おいても、レーザ光１５を用いた溶接により溶接スパッタ１８が半導体チップ７に飛散す
ると、半導体チップ７を損傷してしまう。
【００２１】
　損傷を受けた半導体チップ７は電気的特性の不良を起こし、半導体装置全体の信頼性が
低下してしまう。
　また、溶接スパッタ１７が飛散しないようにレーザパワーを下げると、充分な溶接面積
が確保できない。このため、各部における接触不良が生じる恐れがある。
【００２２】
　また、特許文献１及び特許文献２では、レーザ溶接で生ずる溶接スパッタが半導体チッ
プ上に飛散することを防止する方策については記載されていない。
　本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、溶接スパッタの半導体チップ表面
への付着が防止された半導体装置及び半導体装置の製造方法を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　上記目的を達成するために、内部配線の接続がレーザ溶接で行われる半導体装置が提供
される。
　この半導体装置は、絶縁基板上に形成された導電膜パターンと、前記導電膜パターン上
に固着された半導体チップと、前記半導体チップ上に固着された導電ブロックと、前記導
電ブロックの溶接部を露出させて、前記半導体チップを被覆した保護樹脂と、前記導電ブ
ロックの前記溶接部にレーザ溶接で接続された外部端子と、を有する。
【００２４】
　このような半導体装置では、絶縁基板上に導電膜パターンが形成され、導電膜パターン
上に半導体チップが固着され、半導体チップ上に導電ブロックが固着され、導電ブロック
の溶接部を露出させて、半導体チップが保護樹脂で被覆され、導電ブロックの溶接部に外
部端子がレーザ溶接で接続される。
【００２５】
　また、上記目的を達成するために、内部配線の接続がレーザ溶接で行われる半導体装置
の製造方法が提供される。
　この半導体装置の製造方法は、絶縁基板上に形成された導電膜パターン上に半導体チッ
プを固着する工程と、前記半導体チップ上に導電ブロックを固着する工程と、前記導電ブ
ロックの溶接部を露出させて、前記半導体チップを保護樹脂にて被覆する被覆工程と、前
記導電ブロックの前記溶接部にレーザ溶接で外部端子を接続する工程と、を有する。
【００２６】
　このような半導体装置の製造方法によれば、絶縁基板上に形成された導電膜パターン上
に半導体チップが固着され、半導体チップ上に導電ブロックが固着され、導電ブロックの
溶接部を露出させて、半導体チップが保護樹脂で被覆され、導電ブロックの溶接部にレー
ザ溶接で外部端子が接続される。
【発明の効果】
【００２７】
　上記半導体装置及び半導体装置の製造方法では、溶接スパッタの半導体チップ表面への
付着が防止される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
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　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
　図１は、実施の形態における半導体装置の要部断面模式図である。
　図１に示す半導体装置の基本的な構造は、図６に示した構成例１の半導体装置と同じで
ある。一方、構成例１の半導体装置と異なる構成は、半導体チップ７がカバー樹脂２６（
保護樹脂）で被覆されている点である。
【００２９】
　放熱ベース１上に、コレクタ銅箔５（導電膜パターン）及び裏面銅箔３が表裏にそれぞ
れ形成されたセラミックス４（絶縁基板）と、半導体チップ７と、金属ブロック９（導電
ブロック）とがはんだ２，６，８を介して順に積層されている。
【００３０】
　また、カバー樹脂２６は、金属ブロック９の接続面が露出されるように、半導体チップ
７を被覆している。
　このような積層構造に、エミッタ端子１１及びコレクタ端子１２がインサート成型され
た樹脂ケース１０が嵌合されて、エミッタ端子１１と金属ブロック９とがレーザ溶接によ
り接続され、コレクタ銅箔５とコレクタ端子１２とがボンディングワイヤ１４（アルミワ
イヤ等）にて接続されている。また、樹脂ケース１０と放熱ベース１とがシリコーン接着
剤１３で固着されている。
【００３１】
　さらに、樹脂ケース１０内に封止樹脂３１が充填され、上部が蓋３２で覆われて、図１
に示す半導体装置が構成されている。
　次に、このような半導体装置の製造方法について図２及び上記図１を参照して説明する
。
【００３２】
　図２は、実施の形態における半導体装置の製造工程を説明するための要部断面図である
。
　まず、放熱ベース１の上面にはんだ２を配置し、この上に、コレクタ銅箔５及び裏面銅
箔３がそれぞれ形成されたセラミックス４を搭載する。当該セラミックス４のコレクタ銅
箔５の上面にはんだ６を配置し、この上に、半導体チップ７を搭載する。さらに、当該半
導体チップ７の上面にはんだ８を配置し、この上に、金属ブロック９を搭載する。
【００３３】
　このような状態において、加熱し、各はんだ材を溶融させた後に、冷却・再凝固させる
。このため、放熱ベース１と絶縁基板と半導体チップ７と金属ブロック９とが一体になっ
た状態となる（図２（Ａ））。
【００３４】
　なお、ここで用いられる半導体チップ７は、ＩＧＢＴ又はＦＷＤ等である。半導体チッ
プ７の上面に搭載された金属ブロック９は、半導体チップ７から発生する熱を分散させて
放熱させる目的で用いられ、材質としては熱伝導率の高い銅が主として使用される。また
、このはんだ２，６，８による接続は超音波接続であっても構わない。
【００３５】
　次いで、コレクタ銅箔５上に搭載され、金属ブロック９からはみ出した半導体チップ７
の露出部分をカバー樹脂２６で被覆する。なお、半導体チップ７をカバー樹脂２６で被覆
する際には、金属ブロック９の上面（エミッタ端子１１との接続部（後述））は露出した
ままである。つまり、金属ブロック９が固着せず露出している半導体チップ７の表面を上
面から側面にかけて被覆するように塗布する。
【００３６】
　なお、カバー樹脂２６は半導体チップ７の表面の他に、後にレーザ溶接される箇所以外
のコレクタ銅箔５を部分・選択的に被覆しても構わない。コレクタ銅箔５にもカバー樹脂
２６を被覆することにより、溶接スパッタ１７のコレクタ銅箔５に対する飛散を防止でき
る。このため、溶接スパッタ１７が起因したコレクタ銅箔５におけるショート等が抑制さ
れる。また、このカバー樹脂２６の材質としては、シリコーン系、エポキシ系、ウレタン
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系及びアクリル系等の樹脂を用いることができる。
【００３７】
　カバー樹脂２６の塗布後、常温硬化、加熱硬化、可視光線硬化及び紫外線硬化等の手法
により、カバー樹脂２６を硬化させる。このようにして半導体チップ７が露出しないよう
にカバー樹脂２６によって覆う（図２（Ｂ））。
【００３８】
　なお、硬化形態例としては、シリコーン系とエポキシ系の場合は室温、加熱及び紫外線
があり、ウレタン系では室温と加熱があり、アクリル系では室温、加熱、紫外線及び可視
光線がある。
【００３９】
　次いで、半導体チップ７の外側に、電流取り出しのための端子を備えた樹脂ケース１０
を配置する。樹脂ケース１０にはリードフレーム一体型のエミッタ端子１１及びコレクタ
端子１２がインサート成型されており、この樹脂ケース１０の放熱ベース１と対峙する面
に予めシリコーン接着剤１３を塗布しておき、樹脂ケース１０と放熱ベース１の外周部分
を嵌合する。その後、シリコーン接着剤１３を加熱硬化して、樹脂ケース１０と放熱ベー
ス１とを固着する。
【００４０】
　さらに、コレクタ端子１２とコレクタ銅箔５とをボンディングワイヤ１４によって電気
的に接続し、エミッタ端子１１と金属ブロック９とをレーザ溶接する。レーザ溶接の際の
レーザ光１５はエミッタ端子１１の上面より照射され、エミッタ端子１１の最表面でレー
ザ光１５の吸収が起こり、熱エネルギーに変換されることで溶接が進行する。この結果、
エミッタ端子１１のレーザ光１５が照射された箇所が溶接部１６となる。この溶接部１６
によってエミッタ端子１１と金属ブロック９とが固着する（図２（Ｃ））。
【００４１】
　なお、エミッタ端子１１の材質としては、低抵抗・高熱伝導性より主に銅又は銅合金が
用いられる。また、エミッタ端子１１の表面には、レーザ光１５の吸収を高めるためにニ
ッケルめっきが施される。また、樹脂ケース１０の外に露出したエミッタ端子１１には図
示しない電動機等が接続するため、このニッケルめっきは露出部の酸化防止の働きもする
。
【００４２】
　また、レーザ光１５としては、レーザパワー密度が高く短時間で溶接が可能なＹＡＧレ
ーザ（波長１０６４ｎｍ）が用いられる。また、ＹＡＧレーザ（波長１０６４ｎｍ）とＹ
ＡＧレーザの第２高調波（波長５３２ｎｍ）の両方が用いられる場合もある。
【００４３】
　次いで、樹脂ケース１０内に封止樹脂３１（シリコーンゲル又はエポキシ樹脂等）を充
填してその上に蓋３２を被せることにより、図１に示した半導体装置が完成する。なお、
蓋３２は被せない場合もある。
【００４４】
　上記のエミッタ端子１１と金属ブロック９との接続にレーザ溶接を行うと、溶接スパッ
タ１７が発生する。レーザ溶接の際に発生した溶接スパッタ１７は樹脂ケース１０内部に
飛散するが、半導体チップ７はカバー樹脂２６で覆われているため、溶接スパッタ１７は
カバー樹脂２６の表面に付着し（溶接スパッタ２７）、半導体チップ７表面には付着しな
い。このため、半導体チップ７は損傷することが無い。また、溶接スパッタ１７の飛散か
ら半導体チップ７を保護するための特別な治具が不要となるため、製造工程数を削減する
ことができる。さらに、溶接スパッタ１７の半導体チップ７表面への飛散が防げるために
、溶接スパッタ１７が発生する条件を採用して充分な溶接面積を確保することが可能とな
る。したがって、半導体装置の信頼性が向上する。
【００４５】
　次に、上記実施の形態を利用した様々な内部配線のレーザ溶接による配線接続について
説明する。なお、以下の各例では、金属ブロック９とエミッタ端子１１とのレーザ溶接に
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よる接続の説明については実施の形態と同様であるために省略する。また、以下の各製造
工程は図２（Ａ）で説明した製造工程の後に続くものである。
【００４６】
　＜実施例１＞
　図３は、実施例１における半導体装置の製造工程を説明するための要部断面図である。
　実施例１の半導体装置と実施の形態の半導体装置との構成上の差異は、コレクタ端子１
２とコレクタ銅箔５との電気的接続に、ボンディングワイヤ１４に代わって、接続導体１
９を利用している（すなわち、図８の構成例２に対応）。
【００４７】
　この接続導体１９は、コレクタ銅箔５及びコレクタ端子１２にレーザ光１５によって溶
接されて、溶接部１６が形成される。このため、接続導体１９は、コレクタ銅箔５及びコ
レクタ端子１２と接続する。
【００４８】
　この時、上記実施の形態と同様に、溶接スパッタ１７が発生して樹脂ケース１０の内部
に飛散するが、半導体チップ７はカバー樹脂２６で覆われているため、溶接スパッタ１７
はカバー樹脂２６の表面に付着し（溶接スパッタ２７）、半導体チップ７表面には付着し
ない。
【００４９】
　そして、樹脂ケース１０内に封止樹脂３１を充填してその上に蓋３２を被せることによ
り、図示しない半導体装置が完成する。なお、蓋３２は被せない場合もある。
　なお、接続導体１９の材質としては、エミッタ端子１１と同様に、低抵抗・高熱伝導性
のメリットから銅または銅合金が用いられ、表面にはレーザ光１５の吸収率を高めるため
にニッケルめっきが施される。
【００５０】
　＜実施例２＞
　図４は、実施例２における半導体装置の製造工程を説明するための要部断面図である。
　実施例２の半導体装置と実施の形態の半導体装置との構成上の差異は、コレクタ端子１
２とコレクタ銅箔５との電気的接続に、ボンディングワイヤ１４を用いずに、樹脂ケース
１０にインサート成型するリードフレーム一体型のコレクタ端子２０を樹脂ケース１０か
ら延長することで、コレクタ銅箔５に直接接続できるようにしたものである（すなわち、
図９の構成例３に対応）。
【００５１】
　このコレクタ端子２０は、コレクタ銅箔５にレーザ光１５によって溶接されて、溶接部
１６が形成される。このため、コレクタ端子２０は、コレクタ銅箔５と接続する。
　この時、上記と同様に、溶接スパッタ１７が発生して樹脂ケース１０の内部に飛散する
が、半導体チップ７はカバー樹脂２６で覆われているため、溶接スパッタ１７はカバー樹
脂２６の表面に付着し（溶接スパッタ２７）、半導体チップ７表面には付着しない。
【００５２】
　そして、樹脂ケース１０内に封止樹脂３１を充填してその上に蓋３２を被せることによ
り、図示しない半導体装置が完成する。なお、蓋３２は被せない場合もある。
　＜実施例３＞
　図５は、実施例３における半導体装置の製造工程を説明するための要部断面図である。
【００５３】
　実施例３の半導体装置は、実施例１の半導体装置（図３）と同様に、コレクタ端子１２
とコレクタ銅箔５との電気的接続に、ボンディングワイヤ１４に代わって、接続導体１９
を利用している。さらに、実施例３の半導体装置は、金属ブロック９と一端が固着された
リードフレーム２８の他端もエミッタ銅箔２１とレーザ溶接で固着されている。また、エ
ミッタ銅箔２１とエミッタ端子２５は接続導体２４に固着されている（すなわち、図１０
の構成例４に対応）。
【００５４】
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　この接続導体１９は、実施例１と同様に、コレクタ銅箔５及びコレクタ端子１２にレー
ザ光１５によって溶接されて、溶接部１６が形成される。このため、接続導体１９は、コ
レクタ銅箔５及びコレクタ端子１２と接続する。
【００５５】
　さらに、金属ブロック９と一端がレーザ溶接で固着されたリードフレーム２８の他端が
、エミッタ銅箔２１とレーザ溶接による溶接部１６で固着される。また、エミッタ銅箔２
１とエミッタ端子２５がレーザ溶接による溶接部１６で接続導体２４に固着される。
【００５６】
　この時、上記と同様に、溶接スパッタ１７が発生して樹脂ケース１０の内部に飛散する
が、半導体チップ７はカバー樹脂２６で覆われているため、溶接スパッタ１７はカバー樹
脂２６の表面に付着し（溶接スパッタ２７）、半導体チップ７表面には付着しない。
【００５７】
　なお、実施例３においてもカバー樹脂２６は半導体チップ７の表面の他に、レーザ溶接
される箇所以外のコレクタ銅箔５及びエミッタ銅箔２１を部分・選択的に被覆しても構わ
ない。さらに、カバー樹脂２６はコレクタ銅箔５及びエミッタ銅箔２１の隙間にも被覆し
ても構わない。コレクタ銅箔５及びエミッタ銅箔２１の隙間にもカバー樹脂２６を被覆す
ることにより、溶接スパッタ１７のコレクタ銅箔５及びエミッタ銅箔２１に対する飛散を
防止できる。このため、溶接スパッタ１７が起因したコレクタ銅箔５及びエミッタ銅箔２
１の隙間におけるショート等が抑制される。
【００５８】
　そして、樹脂ケース１０内に封止樹脂３１を充填してその上に蓋３２を被せることによ
り、図示しない半導体装置が完成する。なお、蓋３２は被せない場合もある。
　したがって、実施例１～３においても、レーザ溶接の際に発生した溶接スパッタ１７は
樹脂ケース１０内部に飛散するが、半導体チップ７はカバー樹脂２６で覆われているため
、溶接スパッタ１７はカバー樹脂２６の表面に付着し（溶接スパッタ２７）、半導体チッ
プ７表面には付着しない。このため、半導体チップ７は損傷することが無い。また、溶接
スパッタ１７の飛散から半導体チップ７を保護するための特別な治具が不要となるため、
製造工程数を削減することができる。さらに、溶接スパッタ１７の半導体チップ７表面へ
の飛散が防げるために、溶接スパッタ１７が発生する条件を採用して充分な溶接面積を確
保することが可能となる。したがって、半導体装置の信頼性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】実施の形態における半導体装置の要部断面模式図である。
【図２】実施の形態における半導体装置の製造工程を説明するための要部断面図である。
【図３】実施例１における半導体装置の製造工程を説明するための要部断面図である。
【図４】実施例２における半導体装置の製造工程を説明するための要部断面図である。
【図５】実施例３における半導体装置の製造工程を説明するための要部断面図である。
【図６】半導体装置（構成例１）の要部断面図である。
【図７】半導体装置（構成例１）の製造工程を説明するための要部断面図である。
【図８】半導体装置（構成例２）の製造工程を説明するための要部断面図である。
【図９】半導体装置（構成例３）の製造工程を説明するための要部断面図である。
【図１０】半導体装置（構成例４）の製造工程を説明するための要部断面図である。
【符号の説明】
【００６０】
　１　放熱ベース
　２，６，８　はんだ
　３　裏面銅箔
　４　セラミックス
　５　コレクタ銅箔
　７　半導体チップ
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　９　金属ブロック
　１０　樹脂ケース
　１１，２５　エミッタ端子
　１２，２０　コレクタ端子
　１３　シリコーン接着剤
　１４　ボンディングワイヤ
　１５　レーザ光
　１６　溶接部
　１７，１８，２７　溶接スパッタ
　１９，２４　接続導体
　２１　エミッタ銅箔
　２６　カバー樹脂
　２８　リードフレーム
　３１　封止樹脂
　３２　蓋

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】
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